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1. はじめに 

前回我々は、Hf 系 MONOS 型不揮発性メ
モリのデバイス特性について報告した[1]。
今回、Hf 系 MONOS 型不揮発性メモリの電
荷蓄積層(CTL)を多層化することによるメモ
リ特性の向上に関する検討を行ったので報
告する[2]。 

 

2. 試料作製方法および評価方法 

まず、p-Si(100)基板(10-40 cm)を SPM、
DHF で洗浄し、超純水によりリンスを行っ
た後、ECR プラズマスパッタ法により
MONO(HfN0.5/HfO2/HfN1.3/HfN1.1/HfO2) ゲ ー
ト積層構造を in-situ で形成した。2 層 CTL

の場合、トンネル層 (TL)として HfO2 を
Ar/O2:23/4.6 sccm (0.19 Pa)で堆積し、1層目
のCTL(CTL1)としてHfN1.1をAr/N2: 6/6 sccm 

(0.09 Pa)で、2 層目の CTL(CTL2)として
HfN1.3を Ar/N2: 4/10 sccm (0.096 Pa)で堆積し
た。4 層 CTL の場合は 3 層目の CTL(CTL3)

を CTL1と、4層目の CTL(CTL4)を CTL2と
同様に堆積した。その後ブロック層(BL)を
TLと同条件で堆積後、電極(M)として HfN0.5

を Ar/N2:10/0.2 sccm (0.09 Pa)で堆積した。次
に、N2雰囲気中で 600C/1 min の熱処理を行
った。最後に、Al 電極を形成し N2/4.9 %H2

雰囲気中で 300C/10 min の熱処理を行い
MONOSダイオードを作製した。図 1に作製
した MONOS ダイオードのデバイス構造を
示す。このように作製した試料に関して、
C-V 特性による評価を行った。 

 

3. 実験結果および考察 

図 2 に CTL を 2 層および 4 層とした場合
の Hf系MONOSダイオードの保持特性を示
す。2層 CTLに対して 4層 CTLの場合、プ
ログラム電圧 10 V/60 sにおけるメモリウィ
ンドウ(MW)が、3.6 V から 4.6 V に増加する
ことが分かった。さらに、CTL を 4 層にす
ることにより、10年後の保持率が 62 %から
69 %に増加することが分かった。 
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図 2保持特性の CTL堆積層数依存性。 

図 1 多層 CTL を有する Hf 系 MONOS

構造。(a) 2層 CTL、(b) 4層 CTL。 
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